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Elektronicky spina¢ s ochranou proti zkratu

(c) Ing. Ladislav Kopecky

Pri experimentovani s elektronickymi obvody, zejména ve vykonoveé elektronice, jsou
uzitecné elektronické spinaci prvky s ochranou proti zkratu. Mohou ndm usettit mnoho
zklamani a zbytecnych vydajti za soucéstky, predevsim vykonove tranzistory. V tomto ¢lanku
je popsan jeden takovy elektronicky spinac. Na obrazku 1 je zobrazen elektronicky spina¢ bez
zapojené zkratové ochrany, ktery spina induktivni zatéz arezistor v sérii proti zemi.
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Obr. 1. Elektronicky spinat bez ochrany proti zkratu.

Ve spodni ¢asti obrazku si vSimnéte, Ze po odeznéni prechodového déje tece civkou L1 proud
témer 2,4A. Podle Ohmova zékona by to melo byt rovnych 2,4A, protoze odpor méa hodnotu
10W. Nesmime zapomenout, Ze spinaci tranzistor IRF530 ma v sepnutém stavu
nezanedbatelny odpor.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

-2-

Nyni budeme aktivovat zkratovou ochranu (obr. 2).
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Obr. 2. Elektronicky spinat s ochranou proti zkratu.

V&imnéte si, Ze ve schématu piibyl odpor R1 o hodnoté 1W, jehoz horni konec je pripojen

k tranzistoru M1 anavstup SEN (sense) budice X 1. Uginek tohoto opatieni mizete vidst ve
spodni ¢asti obrézku. VSimnéte si, Ze proud jen nepatrné pirekroci 1A, naktery je proudova
ochrana nastavena. Rychlost reakce nadproudové ochrany je totiz konecna, proto by v obvodu
spinace mela byt zarazena malé indukénost, aby ochrana stihla zareagovat. Velikost
induk¢nosti by méla odpovidat rychlosti proudové pojistky.

Nakonec se podivame, co se ukryva pod blokem X 1. Budic¢ (obr. 3) méa galvanicky oddéleny
vstup pomoci optoélenu UL. KdyZ na vstup pripojime kladné napéti, napt. 12V, zavie se
tranzistor Q2 a zatne se nabijet kondenzator C1 pies odpor R2. KdyZ napéti na kondenzétoru
presahne polovinu napdjeciho napéti, na vystupu operacniho zesilovace U2 se objevi kladné
saturacni napéti, které sepne pripojeny tranzistor MOSFET nebo IGBT. KdyZ navstup IN
budic¢e privedeme nulové napéti, tak se pies sepnuty tranzistor Q2 kondenzator C1 rychle
vybije avystup OUT budice rychle piejde do nuly. Pokud napéti na vstupu SEN je vétsi nez
napéti na délici R7, R8, zaliéinkuje nadproudova ochrana: Otevire se tranzistor Q1, ktery
zkratuje vstup + obvodu U2 a vybije kondenzéator C1, ¢imz vystup budi¢e OUT prejde do
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nizké trovné. Vystupni tranzistor rozepne a sepne opét po nabiti kondenzétoru C1. Velikosti
kapacity C1 tedy maZzeme ridit frekvenci spinani vystupniho tranzistoru pii zkratu a zaroven
tzv. dead time, kdyZ dva spinace zapojime do polovi¢niho mastku, pro zabranéni souc¢asnému
sepnuti obou vykonovych tranzistort.
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Obr. 3. Schéma zapojeni budice se zkratovou ochranou.

Operatni zesilova¢ LT1006, ktery je pouZit ve schématu, byl pouzit hlavné proto, Ze se
vyskytuje v knihovné simulagniho programu a proto, Ze ho Ize napgjet jednim,
nesymetrickym zdrojem (single supply). Pro tyto aplikace se prili$ hodit nebude, protozZe je
asi dost drahy a obtizn¢ dostupny. Vhodnou nahradou je napt. integrovany obvod LM 358
nebo LM 2904, ktery se rovnéZ da pouZzit s nesymetrickym napajenim a ma dostatecny
vystupni proud pro rychlé otevieni tranzistoru (MOSFET nebo IGBT).
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